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REZONANS W GALEZI SZEREGOWEJ R, L, C

L C
T

Rys. 1. Obwod RLC.

Napicia na elementach ukladu wyngsz

. 1
U.=RO, U =jelO, Uo=-j—1. 1
=R — = L J — =C JCLC_ ()

Rezonans napt zachodzi, gdy:
U, |=[Uel. (2)

Napkcia te w postaci zespolonej mgprzeciwny znak, a wc ich
suma wektorowa roOwnaeszeru:
U +U.=0. 3)

Po podzieleniu przez g | # O:

1 1
%L_R:O, Slﬂd:%:ﬁ. (4)
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Przy rezonansie nagdi prad oshga maksimum:

1= = == (5)
| 1) R
R+ j(%L —]
aC
1607[91 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
o R=100Q2

2KHz

4KHz 6KHz
s ( U(C:1)- U(C:2))/ I(R) o ( U(L:1)- U(L:2))/ I(R) v 100

Frequency

Rys. 2. Charakterystyki egtotliwosciowe rezystanciji i reaktanciji.
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ZALE ZNOSCI ENERGETYCZNE PRZY REZONANSIE
Energia zgromadzona w cewce:

W, :%Liz(t) :%Lﬂrﬁsinz(abt)::llLDrﬁ(l— cost)  (6)

Energia zgromadzona w kondensatorze:

WC:%Cué:—;Cwémcoszw(;:—icm@m(ﬁ cosy)  (7)

Energia catkowita uktadu:

W =W, +WC:1L[|§ sin® it + 1 cos wit
2 «fLC 8)

W:ELDri:—lchém
2 2
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WIELKO $CI CHARAKTERYZUJ ACE REZONANS NAPIEC

W rezonansie obie reaktancgréwne impedancji charakterystyczne;:

1 L
L=—= |— = ©)
@L=c=\c =P (©)
Dobra¢ obwodu rezonansowego:
0
== 10
Q R (10)

Jest ona zarazem stosunkiem néapia elementach:

I_:izﬁ (11)
| U,

Q= 0

pullie)

Dobro¢ obwodéw rezonansowych dowolnego typu vizaray wzorem

Q=2m W lub : Q:%m

—, (12)
W, (T) P
Dla obwodu szeregowed®.C wz0r ten przyjmuje posta
1
~L0?
mo 2. al
= 2n-2 === 13
Q TRO? TR R (13)
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ROZSTROJENIE BEZWZGL EDNE
Definicja:

X
‘TR
Modut impedancji obwodu nima wyraz¢ przezs:

|Z| =VR* + X? = R{1+¢?

a impedangj zespolon:

Z=|z|e* =R|1+¢" ¢’

W rezonansieg = 0,2y = [Zo| =R. Wtedy:

Frequency

Rys. 4.Modut admitancji w funkcji rozstrojenia beaylednego.
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(14)

(15)

(16)

(17)
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ROZSTROJENIE WZGL EDNE

L i C mozna wyraz¢ w funkcji impedancji falowep:

L:ﬁ’ C:i
) WP

Wypadkowa reaktancja obwod

Czyli

w
_cq,a)a)m)o_a) W, W,

6/10

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)
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SZEROKO SC PASMA OBWODU REZONANSOWEGO

Pasmem przenoszenia obwodu nazywamy taki zakkssotiavosci,
dla ktérego amplituda pdu ]| jest weksza nk 0,707 lp|. Warunek ten
mozna zapisainaczej jako:

0,707< M <1

= < =leq (25)

Poniewa
Y[ _ 1

Yo ire i

odpowiada to warkwiom &= 1, odpowiadajcym dolnej i gornej
granicy pasma przenoszenia.
Wprowadzajc ttumienie obwodu rezonansowego jako:

(26)

1 R

d=—=—
Q »

(27)

otrzymuje s¢ wartasci rozstrojenia wzgiddnego dla dolnej i gérnej
granicy pasma przenoszenia:

0=7xd (28)
Z definicji rozstrojenia wzgldnego
51 = ﬂ —ﬂ = —d
a W (29)
52 = ﬁ —% =+d
@
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Nastpnie:
- g
i )
)
Odejmupc stronami:
- f,—f, Af 1
“@~d =_2 1— =d=— (31)
2 fo fo Q
| VL
;e ol R=2000
0,707
A,
T

Rys. 5. Charakterystyki obwodu dlaznfch rezystancjR.
L =1mH,C = 1uF.

L1=1mH C1=1uF R1=50
w—{

L2= 1mH C2=1uF R2=10(
| S Ve Yo Yo N ‘

L3= 1mH C3=1uF R3=20(
| S Ve Yo Yo N ‘

Vv (~V) E

a

Rys. 6. Schemat uktadu do analizy przyaiu SPICE'a.
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| NNE OBWODY REZONANSOWE

Schemsat abweodu Czestotiivvosc f Impedancia przy rezonansie
FETONANS0WS rezr
T
L " R 1 3
i B — 7.1 |LC [R-Cjz R
—
L 1
5 E
2 Al
<}_l B ] o (L0 — E RC
E
R L:
_|:|_.n"\“r“\_
t 1 (R S
C 2m4LC L RC
Il
L
Pl L
1 L
°—k — RC
R C| 2L (RO
L R
_}'_‘l’_‘l’—\_[:_
1 9 L
= Cl_ B ] 7.m L 2 ZEREC
_I ——
2 o wmE
by 1 :
e B
R R i M | LD E +E

Rys. 7. Rane obwody i ich ogstotliwosci rezonansowe.
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FILTR WZMACNIACZA SELEKTYWNEGO

1000 |

. L1 1 C2——
WV {"v) E 1uH 100pF  100p

10.0000008MHzZ 12.0000800MHZ 14.0000000MHz 16.00000DBMHZ 18.0000000MHZ
o U(L2:2)
Frequency

Rys.9. Charakterystyka gztotliwosciowa (SPICE)
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